
MCP87018
高速 N チャンネルパワー MOSFET

注意 : この日本語版文書は参考資料としてご利用ください。最新情報は必ずオリジ
ナルの英語版をご参照願います。
特長 :

• ドレイン - ソース間 ON 抵抗 (RDS(ON)) が小さい

• ゲート電荷量 (QG) とゲート - ドレイン間電荷量
(QGD) が低い

• 直列ゲート抵抗 (RG) が小さい

• 高速スイッチング

• 短いデッドタイムで動作可能

• RoHS 準拠

アプリケーション :

• POL (Point Of Load) DC/DC コンバータ

• サーバ、ネットワーク、車載アプリケーションの
高効率電源管理

概要 : 

MCP87018はPDFN 5 mm x 6 mmパッケージを採用し

た N チャンネルパワーMOSFET です。先進のパッケー

ジングおよびシリコン処理技術により、MCP87018 は

RDS(on) に対する QG を低く抑え、低 FOM (Figure of
Merit)を達成しています。低RGで低FOMのMCP87018
は、スイッチング損失と伝導損失が低い高効率電力変

換を可能にします。

パッケージタイプ

製品概要表 : 特に明記しない限り TA = +25 ℃とする

パラメータ 記号 Min. Typ. Max. 単位 条件

動作特性

ドレイン - ソース間電圧 BVDSS 25 - - V VGS = 0 V, ID = 250 µA

ゲートしきい値電圧 VGS(TH) 1 1.3 1.6 V VDS = VGS, ID = 250 µA

ドレイン - ソース間 ON 抵抗 RDS(ON) - 1.8 2.2 m VGS = 4.5 V, ID = 25 A

- 1.5 1.9 m VGS = 10 V, ID = 25 A

ゲート電荷量 QG - 32.5 37 nC VDS = 12.5 V, ID = 25 A, VGS = 4.5 V

ゲート - ドレイン間電荷量 QGD - 13 - nC VDS = 12.5 V, ID = 25 A

ゲート抵抗 RG - 1.5 -  -

温度特性

熱抵抗 (Junction-to-X) RJX - - 56 ℃ /W Note 1

熱抵抗 (Junction-to-Case) RJC - - 1.4 ℃ /W Note 2

Note 1: RJX は、4 層 FR4 プリント基板に 2 オンス銅の 1" x 1" パターンを使って表面実装したデバイスでの値です。
この特性は実際の基板設計によって異なります。

2: RJC は、JEDEC 51-14 規格に準拠して求めた値です。この特性は規格で定められた基板での値です。
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MCP87018
1.0 電気的特性

絶対最大定格†

VDS......................................................................+25 V

VGS......................................................... +10.0 V / -8 V

ID、連続 .........................................100 A, TC = +25 ℃

PD................................................... 2.2 W, TA = +25 ℃

TJ, TSTG................................................. -55 ～ +150 ℃

EAS アバランシェ エネルギ .......................... 612.5 mJ

ID = 35 A, L = 1 mH, RG = 25 

† Notice:  左記の「絶対最大定格」を超える条件は、
デバイスに恒久的な損傷を招く可能性があります。 こ
れはストレス定格です。本仕様書の動作表に示す条件
または上記から外れた条件でのデバイスの運用は想定
していません。 長期間にわたる最大定格条件での動作
や保管は、デバイスの信頼性に影響する可能性があり
ます。

DC 特性
電気的特性 : 特に明記しない限り TA = +25 ℃とする

パラメータ 記号 Min. Typ. Max. 単位 条件

静特性

ドレイン - ソース間電圧 BVDSS 25 - - V VGS = 0 V, ID = 250 µA

ドレイン遮断電流 IDSS - - 1 µA VGS = 0 V, VDS = 20 V

ゲート漏れ電流 IGSS - - 100 nA VDS = 0 V, VGS = 10 V/-8 V

ゲートしきい値電圧 VGS(TH) 1 1.3 1.6 V VDS = VGS, ID = 250 µA

ドレイン - ソース間 ON 抵抗 RDS(ON) - 2.2 - VGS = 3.3 V, ID = 25 A

- 1.8 2.2 m VGS = 4.5 V, ID = 25 A

- 1.5 1.9 m VGS = 10 V, ID = 25 A

トランスコンダクタンス gfs - 162 - S VDS = 12.5 V, ID = 25 A

動特性

入力静電容量 CISS - 2925 - pF VGS = 0 V, VDS = 12.5 V, f = 1 MHz

出力静電容量 COSS - 1305 - pF VGS = 0 V, VDS = 12.5 V, f = 1 MHz

帰還静電容量 CRSS - 330 - pF VGS = 0 V, VDS = 12.5 V, f = 1 MHz

ゲート電荷量 QG - 32.5 37 nC VDS = 12.5 V, ID = 25 A, 
VGS = 4.5 V

ゲート - ドレイン間電荷量 QGD - 13 - nC VDS = 12.5 V, ID = 25 A

ゲート - ソース間電荷量 QGS - 5.3 - nC VDS = 12.5 V, ID = 25 A

VGS(TH) におけるゲート電荷量 QG(TH) - 3.8 - nC VDS = 12.5 V, ID = 25 A

出力電荷量 QOSS - 26 - nC VDS = 12.5 V, VGS = 0

ターンオン時間 td(on) - 6.53 - ns VDS = 12.5 V, VGS = 4.5 V, 
ID = 25 A, RG = 2

立ち上がり時間 tr - 28.3 - ns VDS = 12.5 V, VGS = 4.5 V, 
ID = 25 A, RG = 2

ターンオフ時間 td(off) - 26.35 - ns VDS = 12.5 V, VGS = 4.5 V, 
ID = 25 A, RG = 2

立ち下がり時間 tf - 28.05 - ns VDS = 12.5 V, VGS = 4.5 V, 
ID = 25 A, RG = 2

ゲート抵抗 RG - 1.5 - 
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MCP87018
ダイオード特性

ダイオード順方向電圧 VFD - 0.8 1 V IS = 25 A, VGS = 0 V

逆回復電荷量 QRR - 47 - nC IS = 25 A, di/dt = 300 A/µs

逆回復時間 trr - 28 - ns IS = 25 A, di/dt = 300 A/µs

アバランシェ特性

アバランシェ エネルギ EAS 200 - - mJ ID = 20 A, L = 1 mH, RG = 25 

温度特性
電気的特性 : 特に明記しない限り TA = +25 ℃とする

パラメータ 記号 Min. Typ. Max. 単位 条件

温度レンジ

動作時接合部温度レンジ TJ -55 - 150 ℃

保管温度レンジ TA -55 - 150 ℃

パッケージ熱抵抗

熱抵抗 (Junction-to-X、8 ピン 5x6-PDFN) RJX - - 56 ℃ /W Note 1

熱抵抗 (Junction-to-Case、8 ピン 5x6-PDFN) RJC - - 1.4 ℃ /W Note 2

Note 1: RJX は、4 層 FR4 プリント基板に 2 オンス銅の 1" x 1" パターンを使って表面実装したデバイスでの値
です。 この特性は実際の基板設計によって異なります。

2: RJC は、JEDEC 51-14 規格に準拠して求めた値です。この特性は規格で定められた基板での値です。

DC 特性 ( 続き )
電気的特性 : 特に明記しない限り TA = +25 ℃とする

パラメータ 記号 Min. Typ. Max. 単位 条件
 2013 Microchip Technology Inc. DS22329A_JP - p.3



MCP87018
2.0 代表的な性能曲線

Note: 特に明記しない限り TA = +25 ℃とする

図 2-1: 出力特性 (typ.)

図 2-2: 伝達特性 (typ.)

図 2-3: ゲート - ソース間電圧に対する ON
抵抗

図 2-4: 温度に対する ON 抵抗

図 2-5: ゲート電荷量に対するゲート - ソース
間電圧

図 2-6: ドレイン - ソース間電圧に対する
静電容量

Note: 以下の図表は限られたサンプル数に基づく統計的な結果であり、情報の提供のみを目的とします。ここ
に記載した性能特性は検証されておらず保証されません。下の図表の一部には、仕様の動作レンジ外で
計測されたデータ ( 例 : 仕様レンジ外の電源を使用 ) が含まれている可能性があり、それらのデータは保
証範囲外です。

30

40

50

60

70

80

D
ra

in
 C

u
rr

en
t 

(A
)

V 2 5V

VGS = 3V

VGS = 10V

VGS = 4.5V

0

10

20

0.0 0.2 0.4 0.6

I D
-

D

VDS - Drain-to-Source Voltage (V)

VGS = 2.5V

30

40

50

60

70

80

D
ra

in
 C

u
rr

en
t 

(A
)

TC = +25°C

T = +125°C

VDS = 5V

0

10

20

1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3

I D
-

D

VGS - Gate-to-Source Voltage (V)

TC = +125°C

TC = -55°C

4
5
6
7
8
9

10

St
at

e 
R

es
is

ta
nc

e 
(m

)

ID = 25A

0
1
2
3

0 2 4 6 8 10

R
D

S(
O

N
)
-O

n-
S

VGS - Gate-to-Source Voltage (V)

TC = +25°C

TC = +125°C

1

1.2

1.4

1.6

1.8

d
 O

n
-S

ta
te

 R
es

is
ta

n
ce ID = 25A

VGS = 4.5V

0.4

0.6

0.8

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160

N
o

rm
al

iz
ed

TC - Case Temperature (°C)

4

5

6

7

8

9

10
-t

o
-S

o
u

rc
e 

V
o

lt
ag

e 
(V

)

ID = 25A

VDS = 5V

VDS = 12.5V

0

1

2

3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

V
G

S
 -

G
at

e-

QG - Gate Charge (nC)

2

3

4

5

6

ap
ac

it
an

ce
 (

n
F

)

CISS

f = 1 MHz
VGS = 0V

0

1

2

0 5 10 15 20

C
 -

C
a

VDS - Drain-to-Source Voltage (V)

COSS

CRSS
DS22329A_JP - p.4  2013 Microchip Technology Inc.



MCP87018
Note: 特に明記しない限り TA = +25 ℃とする

図 2-7: 温度に対するゲートしきい値電圧

図 2-8: ソース - ドレイン間電圧に対する
ソース - ドレイン間電流

図 2-9: 温度に対する最大ドレイン電流

図 2-10: 単発パルス安全動作領域

図 2-11: 温度に対するドレイン - ソース間
電圧
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MCP87018
3.0 ピンの説明

表 3-1 にピンの機能を示します。

表 3-1: ピン割り当て表

MCP87018
5x6 PDFN 記号 説明

1, 2, 3 S ソースピン

4 G ゲートピン

5, 6, 7, 8 D ドレインピン ( 露出サーマルパッドを含む )
DS22329A_JP - p.6  2013 Microchip Technology Inc.



MCP87018
4.0 パッケージ情報

4.1 パッケージのマーキング情報 *

PIN 1

NNN

PIN 1

8-Lead PDFN (5x6x1.0 mm) Example

Note: マイクロチップ社の製品番号が1行に収まりきらない場合は複数行を使います。
この場合お客様固有情報に使える文字数が制限されます。

*EU-RoHS 適用除外項目 : 7(a) - 高融点はんだに含まれる鉛

( 鉛の重量含有率が 85% 以上の鉛合金 ) を使った RoHs 準拠製品である事を
外箱に表記しています。

凡例 : XX...X お客様固有情報
Y 年コード ( 西暦の下 1 桁 )
YY 年コード ( 西暦の下 2 桁 )
WW 週コード (1 月の第 1 週が「01」)
NNN 英数字のトレーサビリティ コード
  つや消し錫 (Sn) の使用を示す鉛フリー JEDEC マーク
* 本パッケージは鉛フリーです。鉛フリー JEDEC マーク (     )

は外箱に表記しています。

3e

87018
U/MF ^^

1219
256

3e

3e
 2013 Microchip Technology Inc. DS22329A_JP - p.7



MCP87018
8 ピン パワーデュアル フラットパック リードレス パッケージ (MF) -  5x6x1.0 mm ボディ [PDFN]

Microchip Technology Drawing C04-188B Sheet 1/2

Note: 最新のパッケージ図面については、以下のウェブサイトにある「Microchip Packaging Specification ( マイ
クロチップ社パッケージ仕様 )」を参照してください。
http://www.microchip.com/packaging
DS22329A_JP - p.8  2013 Microchip Technology Inc.
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MCP87018
8 ピン パワーデュアル フラットパック リードレス パッケージ (MF) -  5x6x1.0 mm ボディ [PDFN]

Notes:

1. ピン 1 のビジュアル インデックスの場所にはばらつきがありますが、必ず斜線部分内にあります。

2. パッケージは切削切り出しされています。

3. パッケージ寸法はバリを含みません。

4. 寸法と許容誤差は ASME Y14.5M に準拠しています。

BSC: 基本寸法、理論的に正確な値、公差なしで表示

REF: 参考寸法、通常は公差を含まない、情報としてのみ使われる値

Microchip Technology Drawing C04-188B Sheet 2/2

Note: 最新のパッケージ図面については、以下のウェブサイトにある「Microchip Packaging Specification ( マイ
クロチップ社パッケージ仕様 )」を参照してください。
http://www.microchip.com/packaging

単位 ミリメートル

寸法 　 MIN NOM MAX

ピン数 N 8

ピッチ e 1.27 BSC

全高 A 0.80 1.00 1.03

スタンドオフ A1 0.00 - 0.05

端子厚 (A3) 0.20 REF

全長 D 5.00 BSC

全幅 E 6.00 BSC

露出パッド長 D2 4.27 4.42 4.52

露出パッド幅 E2 3.87 4.02 4.12

タブ幅 E3 0.20 0.25 0.30

端子幅 b 0.36 0.41 0.46

端子長 L 0.51 0.61 0.71

端子 - 露出パッド間距離 K 0.71 0.76 0.81
 2013 Microchip Technology Inc. DS22329A_JP - p.9
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MCP87018
8 ピン パワーデュアル フラットパック リードレス パッケージ (MF) -  5x6x1.0 mm ボディ [PDFN]

Notes:

1. 寸法と許容誤差は ASME Y14.5M に準拠しています。

BSC: 基本寸法、理論的に正確な値、公差なしで表示
Microchip Technology Drawing No. C04-2188A

Note: 最新のパッケージ図面については、以下のウェブサイトにある「Microchip Packaging Specification ( マイ
クロチップ社パッケージ仕様 )」を参照してください。
http://www.microchip.com/packaging

単位 ミリメートル

寸法 MIN NOM MAX

コンタクトピッチ E 1.27 BSC

センターパッド幅 W1 4.22

パッド端 - タブ間距離 W2 0.51

タブ幅 W3 0.35

タブを含むセンターパッド長 T1 5.70

センターパッド長 T2 4.62

端子間距離 G1 0.71

端子 - センターパッド間距離 (X4) G2 0.57

端子パッド幅 (X8) X1 0.56

端子パッド長 (X4) Y1 1.06

端子パッド長 (X8) Y2 0.86
DS22329A_JP - p.10  2013 Microchip Technology Inc.
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MCP87018

補遺 A: 改版履歴

リビジョン A (2013 年 1 月 )

• 本書の初版



 2013 Microchip Technology Inc. DS22329A_JP-p.12

MCP87018

製品識別システム

ご注文または製品の価格や納期等に関するお問い合わせは、弊社または販売代理店までお問い合わせください。

PART NO. X /XX

PackageTemperature
Range

Device

   

Device: MCP87018T: N-Channel Power MOSFET (Tape and Reel) 

Temperature Range: U  = -55°C to +150°C (Ultra High)

Package: MF  = 8-Lead High Power Dual Flatpack, No Lead Package 
(5x6x1.0 mm Body) (PDFN), 8-lead

例 : 

a) MCP87018T-U/MF: テープ＆リール、
超高温、
8 ピン PDFN パッケージ



マイクロチップ社製デバイスのコード保護機能に関して以下の点にご注意ください。

• マイクロチップ社製品は、該当するマイクロチップ社データシートに記載の仕様を満たしています。

• マイクロチップ社では、通常の条件ならびに仕様に従って使用した場合、マイクロチップ社製品のセキュリティ レベルは、

現在市場に流通している同種製品の中でも最も高度であると考えています。

• しかし、コード保護機能を解除するための不正かつ違法な方法が存在する事もまた事実です。弊社の理解では、こうした手法

はマイクロチップ社データシートにある動作仕様書以外の方法でマイクロチップ社製品を使用する事になります。このような

行為は知的所有権の侵害に該当する可能性が非常に高いと言えます。

• マイクロチップ社は、コードの保全性に懸念を抱いているお客様と連携し、対応策に取り組んでいきます。

• マイクロチップ社を含む全ての半導体メーカーで、自社のコードのセキュリティを完全に保証できる企業はありません。コー

ド保護機能とは、マイクロチップ社が製品を「解読不能」として保証するものではありません。

コード保護機能は常に進歩しています。マイクロチップ社では、常に製品のコード保護機能の改善に取り組んでいます。マイクロ

チップ社のコード保護機能の侵害は、デジタル ミレニアム著作権法に違反します。そのような行為によってソフトウェアまたはそ

の他の著作物に不正なアクセスを受けた場合、デジタル ミレニアム著作権法の定めるところにより損害賠償訴訟を起こす権利があ

ります。
本書に記載されているデバイス アプリケーション等に関する

情報は、ユーザの便宜のためにのみ提供されているものであ

り、更新によって無効とされる事があります。お客様のアプ

リケーションが仕様を満たす事を保証する責任は、お客様に

あります。マイクロチップ社は、明示的、暗黙的、書面、口

頭、法定のいずれであるかを問わず、本書に記載されている

情報に関して、状態、品質、性能、商品性、特定目的への適

合性をはじめとする、いかなる類の表明も保証も行いません。

マイクロチップ社は、本書の情報およびその使用に起因する

一切の責任を否認します。生命維持装置あるいは生命安全用

途にマイクロチップ社の製品を使用する事は全て購入者のリ

スクとし、また購入者はこれによって発生したあらゆる損害、

クレーム、訴訟、費用に関して、マイクロチップ社は擁護さ

れ、免責され、損害を受けない事に同意するものとします。暗

黙的あるいは明示的を問わず、マイクロチップ社が知的財産

権を保有しているライセンスは一切譲渡されません。
 2013 Microchip Technology Inc.
商標

マイクロチップ社の名称とロゴ、Microchip ロゴ、dsPIC、

FlashFlex、KEELOQ、KEELOQ ロゴ、MPLAB、PIC、PICmicro、
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